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このことは， P b 中心および発光に関与した中心が伴って生成されることを示唆する o P b 中心は非発光再結合中心
として振舞うので，高密度に存在する場合，発光関与中心とのオーバーラップのため，発光効率が減少したと結論し
た。一方，多孔質シリコンへの酸素イオン注入により，発光強度は減少し，等方的ダングリングボンド (g=2.0056) 











また， ESR イメージングの工学分野への応用として ESR イメージアニーリングの手法を研究した。ガンマ線照射
したアラニン線量計を温度勾配のもとで焼鈍し， ESR 画像を測定した。 ESR 画像の各ピクセルでのラジカルの寿命
を画像解析により求め，アニーリングパラメータ(活'性化エネルギ-E， 振動数因子 ν 。)を得，材料科学分野での
F「u
ESR イメージングの有用性を示した。
論文審査の結果の要旨
半導体中の不対電子の濃度分布を ESR 画像計測で調べ，フッ化水素中での陽極酸化で作成したポーラスシリコン
の発光と不対電子濃度との相関を見いだした。量子閉じこめ効果を考慮したエッチングのセルオートマトンモデ、ル計
算から，ポーラスシリコンのナノ構造自律形成について明らかにした。これらの結呆は，博士(理学)の学位論文と
して十分価値あるものと認める o
? ?
